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' 2 N3904

SILIZIUM = NPN = PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR
fiir Verstirker- und Schal téeranvenduangen

Mechanische Daten:

Gehiuser Kunstatoff,

JEDEC TO-92 '
Maangaben in mm. = '*E::"
- 5 7 12, Tmin
04w

- 25 L— nicht kontrollisrter Berech

max
Lt U]

Kurzdaten:
Kollektor=Sperrspannung IJ':' p = WAX. 60 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UI:I g = BAI. 40 V
Kollektorstrom I': = max, 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 'IJ'E 28% l"HH = max. 360 mW
Sperrschichttemperatur lJ = max. 150 “C
Gleichstromverstirkung

bei IJH-I‘II’. Ic-lﬂ-.l B = 100...300
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢

bei II: = 10 mA, 1n = 1 mA 1“ sat ¥ 0;2 ¥
Transit-Frequenz 5

bei 'IJCI-ZD-\". IC'“}-" ".E - 300  MHz
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Absolute Grenzwertes

Kollektor-Sperrspannung bei l'.E = O UCB g = max. 60 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei 15 = Dy I'TCE 0o * BAX. 40 Vv
Emitter-Sperrspannung bei I, = 0z an g = max. 6 v
Kollektorstrom: IC = max. 200 mA
Gesamiverlustleistung bei }.u £ 25°c1 Ptnt = max. J50 oW
Sperrschichttemperaturs '.,l = max. 150 °C
Lagerungs temperatur: I-E = min. <65 ¢
o, = max. 150 °C
Wirmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: l“ v 5 0,357 K/ /oW
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Eennwerte: bei 'IJ = 28%

Kollektor-Emitter-Reststrom

bei U'.'.'B = 30 V, L-E.'ﬂ s 3V
Emitter-Reststrom
bei UIB =3V, UGI = 30 ¥

Eollektor=Emitter-Restspannung

bei IE = 10 mA, Il- 1 mAs

bei IC = 50 mA, IE = 5 mAz
Basisspannung

bei IE = 10 md, IB- 1 misz

bei IE = 50 mA, IE = 5 mAs
Gleichstromverstirkung

bei UGB =1V, IE m 0,1 mAs

bei Uc! =17V, I{! = 1,0 mAs

bei "Il:! =1V, I{: = 10 mA:

bei UEE =1V, I{: = B0 mAz

bei UEE =1V, Ic = 100 mAs
Transit=-Frequenz

bei uﬂﬂ = 20 ¥V, ].E = 10 mA

and I“ = 100 MHz:
Eollektorkapazitit

bei IJGB-&"G IH-I'I

und f = 100 kHz;:
Emitterkapazitht

bei ll“ = 0,5 V, Ii.': =0

und f = 100 kHz:
Rauschzahl

bei “CE =5V, IE = 100 A,

I‘ = 1 Ep f = 10:::.15T00 Has
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Datasheet

2 N 3904

50 nA
50 nA
M v
[ v
0,88 v
0,85 v
40
T0
100. . . 300
G0
30
300 MHz
4 pF
B pF
] dB
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Kennwerte, Fortsetzung: bei 'U = 25°C

Vierpol-Koeffizienten
bei T m 10V, I, = 1 mAk, f = 1 kHz:

CE C
Kurzschlub-Eingangswiderstandi hll! = l...10 k@
-4
Leerlauf-Spannunagsriickwi rkung: h]Er - 0,5...8,0+10
Eurgschlub-Stromverstirkung: hﬂh - 100. . . 400
Leerlaunf-Ausgangsleitwert: hEEt - 1.::.40 u8
Schaltzeiten
bﬁi IGI - ;0?-1; IBIE;E'; Y = 1 miA
(Upgp g =3 Vo By = !
Verzligerungszeit: ty 5 35 ns
L4
Anstiegezeit: tr = 35 ns
Speicherzeit: t i 200 ns
Abfallzeits ty £ 50 ns
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